Вопросы экзаменационных билетов

по дисциплине «Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника»

1. Строение твердых тел. Энергетические диаграммы проводников, полупроводников и
диэлектриков.

2. Природа   электропроводности   материалов.   Температурная   зависимость   удельного
сопротивления проводников.

3. Правило Маттиссена. Свойства металлических сплавов.

4. Контактные явления и термо-ЭДС в металлах.

5. Свойства металлических пленок.

6. Сопротивление проводника току высокой частоты.

7. Проводниковые материалы высокой проводимости и высокого сопротивления.

8. Классификация, конструкция и маркировка резисторов.

9. Основные параметры и характеристики постоянных резисторов.

10. Конструкция и специфические параметры переменных резисторов.

11. Виды поляризации диэлектриков.

12. Электропроводность диэлектриков.

13. Виды диэлектрических потерь, влияние на них температуры и частоты.

14. Пробой газов.

15. Виды пробоя твердых диэлектриков.

16. Электроизоляционные материалы, их классификация и применение

17. Активные диэлектрики, их применение в электронике.

18. Конструкция, основные параметры и маркировка конденсаторов

19. Международная классификация конденсаторов по назначению

20. Особенности оксидных конденсаторов.

21. Классификация веществ по магнитным свойствам. Природа ферромагнетизма.

22. Процессы намагничивания и перемагничивания ферромагнетиков

23. Температурная и частотная зависимости магнитной проницаемости ферромагнетиков.

24. Виды потерь в магнитных материалах.

25. Классификация магнитных материалов по свойствам и техническому назначению.

26. Ферриты, их свойства и применение.

27. Применение магнитных материалов для хранения и обработки информации.

28. Катушки индуктивности и трансформаторы, их конструкция и основные параметры.

29. Собственные полупроводники, расчет равновесной концентрации носителей заряда.

30. Примесные полупроводники, их энергетические диаграммы.

31. Температурная    зависимость    концентрации    носителей    заряда    в    примесном
полупроводнике.

32. Механизмы рассеяния и подвижность носителей заряда в полупроводниках.

33. Неравновесные носители заряда в полупроводниках, их время жизни и диффузионная
длина.

34. Оптическое   поглощение   в   полупроводниках.   Зависимость   фотопроводимости  от
интенсивности и длины волны облучения.

35. Термоэлектрические   и   гальваномагнитные   явления   в   полупроводниках.   Методы
определения типа электропроводности.

36. Эффекты сильного поля в полупроводниках.

37. Влияние поверхностных зарядов на свойства полупроводников.

38. Способы очистки и выращивания полупроводниковых кристаллов.

39. Полупроводниковые химические соединения, их свойства и применение.

40. Образование и энергетическая диаграмма р-n перехода. Классификация р-n-переходов.

41. Электронно-дырочный переход при прямом смещении.

42. Электронно-дырочный переход при обратном смещении.

43. Контакты металл-полупроводник и гетеропереходы. Приборы на их основе

44. Влияние температуры на вольт-амперные характеристики германиевых и кремниевых
выпрямительных диодов.

45. Частотные свойства выпрямительных диодов. Схемы выпрямления напряжения

46. Виды пробоя p-n-переходов, влияние температуры на пробивное напряжение

47. Стабилитроны и стабисторы, свойства и применение.

48. Туннельные и обращенные диоды.

49. Биполярные транзисторы, принцип действия, режимы и схемы включения

50. Входные и выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с общей базой

51. Входные и выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим
эмиттером.

52. Пробой биполярного транзистора.

53. Малосигнальные параметры биполярного транзистора.

54. Эквивалентные схемы биполярного транзистора.

55. Частотные свойства биполярных транзисторов.

56. Импульсный режим биполярного транзистора.

57. Биполярный транзистор в ключевом режиме.

58. Схемы усиления на биполярных транзисторах.

59. Полевые транзисторы с управляющим р-n-переходом.

60. МДП-транзисторы с индуцированным каналом.

61. МДП-транзисторы с собственным (встроенным) каналом.

62. Диодные тиристоры. Симисторы.

63. Триодные тиристоры, управляемые по аноду и по катоду.

64. Схемы с использованием тиристоров.

65. Классификация ИМС, их основные характеристики,

66. Технологические процессы, используемые при изготовлении микросхем.

67. Пленочные и гибридные ИМС, их элементы.

68. Способы изоляции элементов полупроводниковых ИМС.

69. Биполярные транзисторы полупроводниковых ИМС.

70. Диодные структуры полупроводниковых ИМС.

71. Резисторы и конденсаторы в полупроводниковых ИМС.

72. МДП-интегральные микросхемы.

73. Принципы построения БИС. Факторы, ограничивающие плотность упаковки элементов.

74. Интегральные микросхемы на приборах с зарядовой связью.

75. Базовые элементы полупроводниковых ИМС.

76. Модульный принцип конструирования микроэлектронной аппаратуры.

77. Классификация оптоэлектронных элементов. Оптроны.

78. Светодиоды и электролюминесцентные излучатели.

79. Твердотельные лазеры, их применение в электронике.

80. Фотоэлементы и фотодиоды.

81. Фототранзисторы и фототиристоры.

82. Полупроводниковые термоэлектрические приборы.  Полупроводникоые датчики, их
применение в электронике.

83. Двухэлектродные электровакуумные приборы.

84. Электровакуумные триоды.

85. Многоэлектродные электровакуумные лампы.

86. Электронно-лучевые приборы.
87. Обозначения  и  маркировка дискретных  полупроводниковых  приборов,  ИМС
электронных ламп отечественного производства.

